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Introducao:

A tecnologia utllizada para fabricacao de dispositivos
semicondutores do tipo MOS basela-se no crescimento
termico de um filme dielétrico, como o de dioxido de silicio
(S102), sobre uma lamina de material semicondutor. O
carbeto de silicio (SIC) € um semicondutor composto que
suporta situacoes de temperatura e tensao elevadas
guando comparado com o0 Si, 0 semicondutor mais
utilizado. Entretanto, os mecanismos de formacgao do SiO,
sobre SIC ainda nao sao completamente conhecidos.
Neste trabalho, procuramos encontrar a energia de
ativacao para o processo de oxidacao térmica do SiC.

Preparacdo das amostras:

Amostras de SIC foram limpas utilizando o méetodo RCA,
procedimento padrao na indudstria de microeletronica,
seguida de um ataque quimico em solucao de HF para
remover o 0xido nativo das mesmas.

Apods isso, oxidaram-se ambas as faces (C e Si) das
amostras num reator de atmosfera estatica, com pressoes
de 100, 150 e 200mbar de 180,. Os tratamentos duraram
1h cada e foram preparadas amostras nas temperaturas
de 900, 1000, 1100 e 1150°C.
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Analise das amostras:

Nuclear Reaction Analysis (NRA): baseada na reacao
180(p,a)!*N a 730keV (onde a curva de secao de choque
apresenta um platd), a técnica nos permite determinar a
guantidade total de oxigénio incorporado no tratamento.

Supondo uma densidade uniforme SIO, podemos
encontrar a espessura do filme de 6xido formado.
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Notamos que, mantendo fixos 0s parametros pressao e
tempo de oxidacao, a quantidade de oxigénio incorporado
possul uma relacao exponencial com a temperatura.
Também podemos perceber que um incremento na
pressao se traduz em uma maior taxa de oxidacao.

Analise dos dados:

Utilizando a equacao de Arrhenius linearizada, foi possivel
determinar a energia de ativacao do processo de oxidacao
da face C para cada grupo de amostras.
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| Pode-se notar que a
energia de ativacao para
O processo de oxidacao
termica da face C é
Invariante  perante a

pressao.
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Os dados equivalentes para a face Si ainda estao em
processo de obtencao e analise.

Conclusoes:

A temperatura influencia exponencialmente
a cinética de oxidacao da face C do SIiC

O

O aumento da pressao aumenta a taxa de
oxidacao da face C do SIC

® A energia de ativacao da face C independe
da temperatura, no intervalo testado
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